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T M A H 在压力传感器制作中的应用
’

刘 洪** 姚素英 曲宏伟 张生才 张维新 毛赣如
(天津大学电子信息工程学院 天津 30 0 0 72 )

[摘要】 介绍 了四 甲基氮氧化按(下M A l l )溶液的腐性特性
,

论述了在单晶硅和多晶硅高温压力传感器的

制作过程中
,

T M A H 腐性液在浓硼终止腐性和各向异性硅杯腐性两个制作工艺中的应用
。

通过大量的实验得

到了较为理想的腐蚀条件
,

取得 了较好的腐独结果
。
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半导体高温压力传感器利用半导体材料的压阻效应制成
,

采用致密的二氧化硅介质膜隔离代

替 nP 结隔离
,

提高了工作温度
。

在其制作工艺过程中
,

硅的腐蚀技术是关键技术之一
,

其中包

括浓硼终止腐蚀和各向异性硅杯腐蚀
。

在单晶硅高温压力传感器制作中利用浓硼终止腐蚀的方法
,

可以从 n 型衬底上腐蚀出通过浓硼离子注人 (或扩散 )制成的 p 型单晶硅电阻
,

实现选择性腐蚀
。

硅

杯腐蚀无论在多晶硅还是单晶硅高温压力传感器的制作工艺中都是必不可少的
,

因此在高温压力

传感器的制作中腐蚀液以及腐蚀条件的选取起到了关键的作用
。

我们对 T M A H 溶液
、

K O H 溶液

以及 E D (P 乙二胺
、

邻苯二酚和水的混合液 )等多种腐蚀液进行了大量的实验摸索
,

发现用 K O H 溶

液腐蚀得到的表面较为粗糙
,

会引起离子沾污
,

且 E D P 溶液具有毒性
。

实验结果表明
,

T M A H 腐

蚀液是一种令人满意的腐蚀剂
,

它无毒
、

易于控制
,

腐蚀表面光亮平整
,

在适当的腐蚀条件下能

得到较其他腐蚀液更为理想的腐蚀效果
。

1 T M峨H 的腐蚀特性
四甲基氢氧化钱 (们M A H

,

(C 凡 )担o )H与其他腐蚀剂相比
,

其主要优点是无毒性
,

以及与大规

模集成 (L sI )的工艺兼容性
。

在 T M A H 溶液中
,

硅 ( 10 0) 面腐蚀速率与浓度及温度之间的关系如图 1所示 l[]
。

腐蚀速率随

14 2 2 8 3 4 2

口m o l L
一 l

1
泊珍夏飞

飞毛
·

口尽
奋

4 56 5 7 8

图 1 硅 < 100 >方向腐蚀速率与 1》 d A H

浓度及温度的关系

图2 .2 85 m ol 几 T M A H溶液的腐蚀速率

与掺硼浓度及温度关系
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磁光盘格式化仪系统是盘片研究
、

开发和规模化生产的必备质检设备
。

系统既考虑了规模化生产中吞吐量大
、

检测

快速的要求
,

又兼顾了盘片开发过程中细致分析以调整工艺的需要
。

系统采用 SC sl 接口配置多台格式化单元及相应测

控电路的结构
,

利用 W ind o w s 环境多任务操作特点
,

通过 A SPI 层协议
,

实现多台格式化单元同时操作
,

比较容易地实

现系统规模的扩展以提供更大的盘片吞吐量
。

各格式化单元可灵活地设置工作项 目
,

便于质量分析检测
。

主机通过串行

通信口控制信号测试电路参数
,

即进行功率
、

磁场强度调整
、

伺服误差信号测试
,

并对盘上所有可寻址的扇区访问
,

从

而对介质工艺有问题的区域进行细致分析
。
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